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온도 변화에 따른 격자 부정합한 반도체 양자 우물에서의

전자적 구조와 광 이득
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저차원 나노양자구조에서 전자적 구조와 광 이득에 대한 연구는 전자소자나 광소자의 효율을

증진시키는데 중요한 역할을 하고 있다 전자적 부띠 구조를 결정하기 위해서는 변형효과와.
비포물선 효과를 고려하여 계산하면 나노 양자구조의 전자적 구조를 비교적 정확하게 계산 할

수 있다 양자우물에서의 광 이득은 전자적 구조에 따른 전도 대역의 전자와 가전자 대역의.
정공 사이에 발생하는 쿨롱 상호작용에 의한 엑시톤 결합 에너지를 고려함으로 정확히 계산할

수 있다 본 연구에서는 양자 우물의 격자 부정합에 따른 변형효과와 전도대역에서 전자 에너지.
의 비포물선 효과가 양자 우물의 전자적 성질에 미치는 영향에 대하여 조사하였다 또한 온도. ,
변화에 따른 양자 우물의 전자적 구조를 계산하였고 전자적 구조에 따라 엑시톤 결합 에너지가,
광 이득에 미치는 영향을 계산하였다 양자우물 구조에서 전자 및 정공의 부띠에너지 파동함수. ,
및 부띠천이 에너지를 가변메시 유한차분법으로 결정하였고 방, interacting pair Green’s function
법과 방법을 이용하여 광 이득을 계산하였다 계산한 결과를 광루energy space integrated function .
미네센스 측정으로 관측한 부띠에너지 천이와 비교하여 변형효과와 비포물선 효과가 전자적

구조에 미치는 영향과 엑시톤 결합 에너지가 광 이득에 미치는 영향에 대하여 비교하였다 반도.
체 양자우물의 전자적 구조는 변형효과와 비포물선 효과에 의하여 영향을 받고 있는 것을 알

수 있었다 또한 전자 정공의 쿨롱 상호작용을 고려하여 계산한 광 이득이 온도 변화에 따라. , -
관측한 실험 결과와 잘 맞는 것을 알 수 있었다 이러한 결과는 격자 부정합한 화합물 반도체.
양자우물의 저차원적인 전자적 구조와 광 특성을 이해하는데 많은 도움이 된다고 생각된다.
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